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(57) Abstract: The invention concerns a crosslinked 
resin and its use for making ceramic or glass patterns 
at the surface of a substrate. Said resin is obtained 
by mixing in a solvent one or several simple or 
complex metal or silicon alkoxides, acetylacetone 
and hexamethylene tetramine, then heating and 
subjecting said mixture to an exposure. The 
invention is applicable to ferroelectric storage units, 
integrated capacitors, piezoelectric transducers. 



(57) Abreg£ : L' invention concerne une resine reti- 
culee'et son application a la fabrication de motifs ceramique ou de verre a la surface d'un substrat. Cette resine est obtenue a partir 
du melange dans un solvant d'un ou plusieurs alcoxydes simples ou complexes de metal ou de silicium, d'acetylacetone et d ? hexa- 
methylene tetramine puis chauffage et insolation dudit melange. Applications: memoires ferroelectrique, condensateurs integres, 
tranducteurs piezo-electriques. 
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RESINE RETICULEE ET 
PROCEDE DE FABRICATION D'OXYDES 
UTILISANT CETTE RESINE RETICULEE 

5 

Le domaine de I'invention est celui des oxydes en couche mince 
et plus precisement des oxydes sous forme de verre ou de ceramique 

10 obtenus par des precedes sol gel. 

De maniere classique, le procede sol gel permet a partir d'une 
solution colloTdale a base d'alcoxydes metalliques ou d'alcoxyde de silicium 
de fabriquer des poudres ou des couches minces d'oxydes sous forme de 
verre ou de ceramique. 

15 Plus precisement les alcoxydes sont mis en solution dans un 

solvant, leur hydrolyse mene a la condensation de reseaux polymeriques 
d'oxydes et d'hydroxydes. Neanmoins, il n'est pas evident de controler le 
taux et la cinetique d'hydrolyse lorsqu'il s'agit de la synthese de phases 
complexes contenant un grand nombre d'elements aux proprietes 

20 differentes. 

On peut difficilement controler a la fois I'homogeneite chimique 
que permet I'abaissement de la temperature de synthese et la rheologie 
souhaitable pour I'obtention d'un depot en couche mince. 

II est possible de modifier la viscosite et Pelasticite des solutions 

25 preparees par ajout d'agents tels que des polyalcools, des polyacides 
conduisant a des resines polymeres. Cependant ces additifs ne sont pas 
forcement compatibles avec les cations et conduisent a des solutions dont 
I'adherence sur des substrats n'est pas bien adaptee a des depots par 
centrifugation ou par trempage sur des substrats. 

30 Dans ce contexte, la demanderesse a depose une demande de 

brevet publiee sous le numero 431999 proposant un procede de depot d'une 
composition ceramique en couche mince a partir d'une solution homogene 
dont la rheologie peut etre adaptee au depot par centrifugation ou par 
trempage. Les cations sont solubilises dans une solution ou une 

35 polymerisation (ou maturation) est provoquee par la reaction de deux 
composes organiques : Tacetylacetone (ACAC) et I'hexamethylenetetramine 
(HMTA). 
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Plus precisement ces deux composes mis en presence a chaud 
d'un acide conduisent a une espece polymerique. L'ensemble ainsi constitue 
est done un liant comprenant des grains d'oxydes metalliques. 

Cette resine peut ensuite etre deposee sur un substrat, pour etre 
5 portee a haute temperature et conduire a I'obtention d'une ceramique en 
couche mince. 

Plus precisement la resine deposee sur le substrat est tout 
d'abord portee a une temperature de calcination de I'ordre de 500° C. Lors 
de cette operation on evapore le solvant et Ton calcine certaines especes 
o chimtques pour obtenir des oxydes amorphes. 

On procede alors a une operation de recuit rapide a environ 
700° C pour obtenir la phase cristalline desiree de la ceramique 
correspondante. 

Durant I'operation de calcination on genere de nombreuses 
5 contraintes dues a I'evaporation du solvant et a la calcination de certains 
composes. 

L'invention propose d'utiliser une resine reticulee, pouvant etre 
calcinee ulterieurement de maniere a reduire les contraintes occasionnees 
lors de ce chauffage pour la fabrication de ceramique ou de verre. 

De plus cette resine reticulee permet d'obtenir de maniere tres 
directe des motifs ceramiques de tres petites dimensions par rapport aux 
solutions de I'art anterieur. 

En effet la resine divulguee dans la demande de brevet N° 431999 
peut avantageusement etre insolee par rayonnement ultraviolet pour 
conduire a une resine reticulee dont les performances sont ameliorees. 

C'est pourquoi l'invention a plus precisement pour objet une resine 
reticulee caracterisee en ce qu'elle comprend un materiau obtenu a partir du 
melange d'un ou plusieurs alcoxydes simples ou complexes de metal ou de 
silicium, d'acetylacetone et d'hexamethylene tetramine, puis chauffage et 
insolation dudit melange. 

Selon une variante de l'invention, les alcoxydes simples 
metalliques sont de type alcoxyde de titane ou alcoxyde de zirconium. 

Selon une autre variante de l'invention, I'alcoxyde complexe 
metallique est elabore a partir de carboxylate de plomb, d'alcoxyde de titane. 
et d'alcoxyde de zirconium. 
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Selon une variante de I'invention, le melange comprend en outre 
des agents photo-initiateurs pour augmenter les performances de la resine 
reticulee obtenue. 

Ces agents peuvent etre notamment des photo-initiateurs 
5 radicalaires de type Nrgacure 184 ou 1800 de la societe Ciba, ou bien 
encore de la benzophenone ou de la diphenylcetone. 

Selon une variante de Pinvention le solvant est de type 2 ethyl 
hexanol et/ou acide acetique. 

L'invention a aussi pour objet un procede de fabrication d'une 
10 ceramique ou d'un verre comprenant : 

- la realisation d'une solution d'alcoxydes metalliques dans de 
I'acety I acetone ; 

- I'obtention d'une resine photosensibfe par reaction a chaud 
d'un acide et d'hexamethylene tetrarnine avec ladite solution ; 

15 - le depot de la resine photosensible sur un substrat ; 

- ('insolation de la resine photosensible par un rayonnement 
ultraviolet ; 

- la calcination de la resine reticulee. 

L'insolation de la resine photosensible par rayonnement ultraviolet 
20 conduit a un gel plus dense et done a des couches d'oxydes de verre ou de 
ceramique plus epaisses que selon I'art anterieur. 

Selon une variante de l'invention le substrat est du verre. 
L'invention a encore pour objet un procede de fabrication de 
motifs ceramique ou de verre a la surface d'un substrat, caracterise en ce 
25 que : 

- l'insolation est effectuee au travers d'un masque de maniere a 
definir des motifs insoles et des motifs non insoles ; 

- il comprend la dissolution des motifs non insoles dans un 
solvant. 

30 De tels motifs ceramiques sont notamment utilises dans des 

applications de type memoires ferroelectriques, condensateurs integres, 
detecteurs pyro-electriques pour I'imagerie ou la detection infrarouge, ou 
bien encore capteurs et microsystemes piezo-electriques etc... 

C'est pourquoi l'invention a enfin pour objet des composants de 

35 type condensateur, transducteur piezoelectrique ou memoire ferroelectrique 
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obtenus a partir du procede de fabrication d'une ceramique ou d'un verre 
selon 1'invention. 

Selon Tart anterieur, il est possible de deposer une couche 
d'oxyde a la surface d'un substrat au moyen de procedes de type 
5 pulverisation cathodique ou procede de depot chimique en phase vapeur 
d'organo-metalliques (MOCVD), puis de definir des motifs sur ladite couche 
d'oxyde au moyen de procedes de photolithographie classiques. 

Ainsi, on peut deposer une resine photosensible a la surface d'une 
couche de ceramique prealablement realisee a la surface d'un substrat. On 
10 insole au travers d'un substrat ladite resine photosensible au travers d'un 
masque, puis on dissout la resine insolee ou non insolee (selon qu'il s'agit 
d'une resine negative ou positive) a I'aide d'un solvant. La Figure 1 illustre les 
differentes etapes d'un procede de photolithographie permettant de definir 
des motifs ceramiques. 
15 Plus precisement la Figure 1a represente une couche de 

ceramique 1 sur un substrat 0, recouvert d'une couche de resine 
photosensible 2. La Figure 1b schematise la resine photosensible 2 insolee 
au travers d'un masque 3. Les parties insolees de la resine peuvent devenir 
insolubles dans certains solvants alors que les parties non insolees 
20 demeurent solubles dans lesdits solvants. On definit ainsi un masque 
permettant par exemple de graver les parties non masquees de la Figure 1c, 
par un acide de type HCI/HF dans le cas de couche fine de PZT, pour obtenir 
les motifs illustres en Figure 1d. Cette attaque chimique est isotrope et 
n'autorise pas une resolution tres fine. Typiquement il est difficile de realiser 
25 des motifs d'une largeur inferieure a 10 (jm. 

La resine reticulee selon I'invention permet de realiser directement 
des motifs ceramique ou verre, en s'affranchissant de la necessite d'utiliser 
une resine de masquage et un procede de gravure isotrope. 

L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages 
30 apparaitront a la lecture de la description qui va suivre donnee a titre non 
limitatif et grace aux figures annexees parmi lesquelles : 

- les Figures 1a-1d illustrent les etapes de procede de 
masquage selon fart connu pour definir des motifs 
ceramiques ; 
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- les Figures 2a-2c . iliustrent les etapes de procede selon 
I'invention pour definir des motifs ceramiques ; 

- les Figures 3a et 3b, iliustrent une couche d'oxydes 
metalliques de quelques microns d'epaisseur sur un substrat 

5 silicium avant et apres f rittage ; 

- les Figures 4a et 4b iliustrent des motifs d'oxydes metalliques 
de quelques microns d'epaisseur sur un substrat silicium avant 
et apres frittage, obtenus selon ('invention. 

o Nous allons decrire invention dans le cadre d'un exemple d'oxyde 

de plomb, de zirconium et de titane (PZT) mais ('invention s'applique tout 
aussi bien a la fabrication de silice, ou d'oxydes refractaires de type Ti0 2 , 
Zi0 2 ... 

Premiere etape : 

Elaboration d'une solution A a base d'alcoxydes metalliques 

1 mole de 2 ethyl-hexanoate de plomb 

0,5 mole de n butoxyde de zirconium, et 0,5 mole de n butoxyde 
de titane, 

sont melanges a 60° C. 

on choisit un carboxylate lourd, le 2 ethyl-hexanoate pour obtenir 
une resine suffisamment visqueuse pour un depot sur le substrat conduisant 
a une epaisseur suffisante. 

Le melange precedent est mis en presence d'acetylacetone a 
raison d'1 mole d'ACAC par mole de Pb. 

On peut avantageusement y ajouter un solvant de type alcool 
lourd par exemple du 2 ethyl-hexanol pour ajuster la viscosite de ladite 
solution. 

On obtient ainsi une solution A a base d'oxydes de plomb, de 
zirconium, de titane et d'ACAC. 

Deuxieme etape : 

Realisation d'une solution B a base d'HMTA 

Parallelement on realise le melange de 0,5 mole d'hexamethylene 
tetramine (HMTA) en presence de 100 cm 3 d'acide acetique a 60° C. II est 
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tout aussi possible de remplacer I'acide acetique, par de I'acide propanoTque 
ou de I'acide trifluoroacetique. 

Troisieme etape : 

5 Realisation d'une resine photosensible a base d'alcoxydes 

metalliques 

Les solutions A et B sont mises en presence et sont chauffees 
pour former la resine. 

Typiquement on peut chauffer a 118° C durant environ 
10 15 minutes. Plus la temperature est elevee plus la resine est visqueuse. 

On obtient ainsi une resine de PZT dans laquelle les grains 
d'oxydes PZT sont pris dans une matrice polymere formee a partir de HMTA 
et d'ACAC. 

15 Quatrieme etape : 

Insolation de la resine photosensible pour former la resine 

reticulee 

La resine 11 formee en etape 3 peut typiquement avoir une 
viscosite cinematique de I'ordre de 25 centistokes et etre deposee par des 
20 methodes classiques de centrifugation ou de trempage a la surface d'un 
substratOI (Figure 2a). 

On procede alors a I'insolation de la resine par un rayonnement 
ultraviolet typiquement a 335 nm permettant de, densifier la resine et la 
rendre insoluble a certains solvants dont le 2 ethyl hexanol et/ou acide 
25 acetique dilue. 

L'insolation peut avantageusement etre realisee au travers d'un 
masque mecanique 31 de maniere a definir des motifs solubles 1 1 et des 
motifs insolubles 12 dans la couche de resine (Figure 2b). 

II est particulierement interessant de definir les motifs d'oxydes 
30 prealablement a I'etape de cuisson ou frittage correspondant a la 
densification. Les motifs solubles dans du 2 ethyl hexanol et/ou acide 
acetique sont ensuite elimines pour ne laisser en place que les motifs 
insolubles 12 (Figure 2c). 

En effet selon les precedes de I'art anterieur, les couches de 
35 resine au-dela d'une epaisseur de I'ordre de 2 microns, deposees sur des 
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plaques cf environ 10 cm de diametre par exemple ont tendance a failler lors 
de I'etape de frittage en raison des contraintes generees entre la couche et le 
substrat lors de la diminution de volume lie au passage d'un gel poreux a un 
oxyde dense. Pour les memes raisons, ie substrat peut avoir tendance a 
5 flechir. 

Lorsque les motifs sont definis photochimiquement dans la couche 
de resine avant frittage, les contraintes sont diminuees pour deux raisons : 

- le ge! initial est plus dense du fait du rayonnement ultraviolet ; 

- la surface sous laquelle s'exercent ces contraintes est plus 
10 faible et celles-ci peuvent relaxer sur les bords du motif comme 

illustre en Figures 3 et 4 qui representent respectivement 
Figures 3a et 3b une couche d'oxyde 13 de quelques microns 
sur un substrat silicium 03 avant frittage et apres frittage et 
Figures 4a et 4b des motifs d'oxydes 14 prealablement realises 
15 de quelques microns d'epaisseur sur un substrat silicium 04 

avant frittage et apres frittage. 
Typiquement les motifs ceramiques ainsi definis sans deformation, 
peuvent avoir aussi bien des dimensions inferieures a quelques microns que 
des dimensions de quelques dizaines voir quelques centaines de microns. 
20 En effet selon I'invention les etapes de photolithographie, 

insolation puis dissolution permettent notamment Pobtention de motifs tres 
fins contrairement aux operations de gravure chimique isotrope de 
ceramique de Tart anterieur. 
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REVENDICATIONS 



5 1. Resine reticulee caracterisee en ce qu'elle comprend un 

material/ obtenu a partir du melange d'au moins, un ou plusieurs alcoxydes 
simples ou complexes de metal ou de silicium, de I'acetylacetone, de 
Thexamethylene tetramine et d'un acide, puis chauffage et insolation dudit 
melange. 

10 

2. Resine reticulee selon la revendication 1, caracterisee en ce 
que I'alcoxyde metallique est de type alcoxyde de titane. 

3. Resine reticulee selon la revendication 2, caracterisee en ce 
15 que I'alcoxyde metallique est de type alcoxyde de zirconium. 

4. Resine reticulee selon la revendication 1, caracterisee en ce 
qu'elle comprend un alcoxyde complexe de plomb/zirconium et titane. 

20 5. Resine reticulee selon la revendication 4, caracterisee en ce 

que I'alcoxyde complexe de plomb, zirconium et titane est obtenu a partir de 
carboxylate de plomb, d'alcoxyde de zirconium et d'alcoxyde de titane. 

6. Resine reticulee selon Tune des revendications 1 a 5, 
25 caracterisee en ce que Tacide est de I'acide acetique. 

7. Resine reticulee selon Tune des revendications 1 a 5, 
caracterisee en ce que I'acide est de I'acide propanoTque. 

30 8. Resine reticulee selon Tune des revendications 1 a 5, 

caracterisee en ce que I'acide est de Tacide trifluoroacetique. 



9. Resine reticulee selon Tune des revendications 1 a 8, 
caracterisee en ce qu'elle comprend en outre au moins un agent 
35 photo-initiateur. 
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10. Precede de fabrication d'une ceramique ou d'un verre 
comprenant : 

- la realisation d'une solution d'alcoxydes simples ou complexes 
metailiques ou de silicium dans de Pacetylacetone ; 

- I'obtention d'une resine par reaction a chaud d'un acide et 
d'hexamethylene tetramine a ladite solution ; 

- le depot de la resine sur un substrat ; 

- I'insolation de la resine par un rayonnernent ultraviolet ; 

- la calcination de la resine insolee, pour obtenir la ceramique ou 
le verre. 

1 1 . Procede de fabrication d'une ceramique ou d'un verre selon la 
revendication 10, caracterise en ce que la solution d'alcoxydes simples ou 
complexes metailiques ou de silicium est realisee en presence d'un alcool 

15 lourd, de type 2 ethyl-hexanol. 

12. Procede de fabrication de ceramique ou de verre selon Tune 
des revendications 10 ou 11, caracterise en ce que les alcoxydes simples 
metailiques sont de I'alcoxyde de zirconium ou de I'alcoxyde de titane. 

20 

13. Procede de fabrication de ceramique ou de verre selon Tune 
des revendications 10 ou 11, caracterise en ce qu'il comprend une etape 
d'elaboration d'alcoxyde metallique complexe a partir de carboxylate de 
plomb, d'alcoxyde de zirconium et d'alcoxyde de titane. 

25 

14. Procede de fabrication de motifs ceramique ou de verre a la 
surface d'un substrat selon Tune des revendications 10 a 13, caracterise en 
ce que : 

- I'insolation est effectuee au travers d'un masque de maniere a 
30 definir des motifs insoles et des motifs non insoles ; 

- il comprend la dissolution des motifs non insoles dans un 
solvant. 
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15. Procede de fabrication de motifs ceramique ou de verre selon 
la revendication 14, caracterise en ce que le solvant est de type 2 ethyl 
hexanol et/ou acide acetique dilue. 

5 16. Procede de fabrication d'une ceramique ou d'un verre selon 

Tune des revendications 10 a 15, caracterise en ce que le substrat est du 
verre. 

17. Procede de fabrication d'une ceramique ou d'un verre selon 
10 Tune des revendications 10 a 15, caracterise en ce que le substrat est du 

silicium. 

18. Condensateur caracterise en ce qu'il est obtenu a partir du 
procede de fabrication d'une ceramique ou d'un verre selon I'une des 

15 revendications 10 a 15. 

19. Transducteur piezo-electrique caracterise en ce qu'il est 
obtenu a partir du procede de fabrication d'une ceramique ou d'un verre 
selon I'une des revendications 10 a 15. 

20 

20. Memoire ferroelectrique caracterisee en ce qu'elle est obtenue 
a partir du procede de fabrication d'une ceramique ou d'un verre selon I'une 
des revendications 10 a 15. 

25 
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PCT 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 
(article 18 et regies 43 et 44 du PCT) 



Reference du dossier du deposant ou 
du mandataire 

62165 


POUR SUITE voir la notification de transmission du rapport de recherche internationale 
(formulaire PCT/ISA/220) et, le cas echeant, le point 5 ci-apres 

A DONNER 


Demande Internationale n° 

PCT/FR 01/02189 


Date du depot international (jour/mois/annee) 

06/07/2001 


(Date de prior ite (la plus ancienne) 
(jour/mois/annee) 

07/07/2000 


Deposant 

THALES 



Le present rapport de recherche internationale, etabli par I'administration chargee de la recherche internationale, est transmis au 
deposant conformement a I'article 18. Une copie en est transmise au Bureau international. 

Ce rapport de recherche Internationale comprend 3 feuilles. 

[X| II est aussi accompagne d'une copie de chaque document relatif a I'etat de la technique qui y est cite. 



1 . Base du rapport 

a 



En ce qui concerne la langue, la recherche internationale a ete effectuee sur la base de la demande internationale dans la 
langue dans laquelle elle a ete deposee, sauf indication contraire donnee sous le meme point. 



□ 



la recherche internationale a ete effectuee sur la base d'une traduction de la demande internationale remise a I'administration. 



b. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acides amines divulguees dans la demande internationale (le cas echeant), 
la recherche internationale a ete effectuee sur la base du listage des sequences : 

[ j contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

deposee avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 
remis ulterieurement a {'administration, sous forme ecrite. 
remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 



2. 
3. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



La declaration, selon laquelle le listage des sequences presente par ecrit et foumi ulterieurement ne vas pas au-dela de la 
divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont identiques a celles 
du listage des sequences presente par ecrit, a ete fournie. 

II a ete estime que certaines revendications ne pouvaient pas faire I'objet d'une recherche (voir le cadre I). 
II y a absence d'unite de I'invention (voir le cadre II). 



En ce qui concerne le titre, 

|~X~| le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant. 

| I Le texte a ete etabli par I'administration et a la teneur suivante: 



5. En ce qui concerne I'abrege, 

le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant 

□ le texte (reproduit dans le cadre III) a ete etabli par I'administration conformement a la regie 38.2b). Le deposant peut 
presenter des observations a ('administration dans un delai cTun mois a compter de la date cTexpedition du present rapport 
de recherche internationale. 

6. La figure des dessins a publier avec I'abrege est la Figure n° 2h 



[Xj suggeree par le deposant. Q Aucune des figures 

| | parce que le deposant n'a pas suggere de figure. n eSt * publler * 

[ _ | parce que cette figure caracterise mieux I'invention. 
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du mandataire 

62165 


POUR SUITE voir ,a notification de transmission du rapport de recherche Internationale 
(formulaire PCT/ISA/220) et, le cas echeant, le point 5 ci-apres 

A DONNER 


Demande Internationale n° 
PCT/FR 01/02189 


Date du depot internationaltfour/rno/s/annee; 

06/07/2001 


(Date de priorite (la plus ancienne) 
(jour/mois/annee) 

07/07/2000 


Deposant 

THALES 



Le present rapport de recherche internationale, etabli par radministration chargee de la recherche internationale, est transmis au 
deposant conformement a Particle 18. Une copie en est transmise au Bureau international. 

Ce rapport de recherche internationale comprend 3 feuilles. 

[Tj n est aussi accompagne d'une copie de chaque document relatif a I'etat de la technique qui y est cite. 



1 . Base du rapport 

a. En ce qui concerne la langue, la recherche internationale a ete effectuee sur la base de la demande internationale dans la 
langue dans laquelle elle a ete deposee, sauf indication contraire don nee sous le meme point. 

| "| la recherche internationale a ete effectuee sur la base d'une traduction de la demande internationale remise a I'administration. 

En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acides amines divulguees dans la demande internationale (le cas echeant), 
la recherche internationale a ete effectuee sur la base du listage des sequences : 
| | contenu dans la demande international, sous forme ecrite. 

deposee avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 
remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 
remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 



b. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



2. 
3. 



□ 
□ 



La declaration, selon laquelle le listage des sequences presente par ecrit et fourni ulterieurement ne vas pas au-dela de la 
divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont identiques a celles 
du listage des sequences presente par ecrit, a ete fournie. 

II a ete estime que certaines revendications ne pouvaient pas faire l objet d'une recherche (voir le cadre I). 
II y a absence d'unite de I' invention (voir le cadre II). 



En ce qui concerne le titre, 

|"X~| le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant. 

[ | Le texte a ete etabli par I'administration et a la teneur suivante: 



5. En ce qui concerne Tabrege, 

|Y] ,e lexte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant 

I — 1 le texte (reproduit dans le cadre III) a ete etabli par I'administration conformement a la regie 38.2b). Le deposant peut 

| I presenter des observations a I'administration dans un delai d'un mois a compter de la date ofexpedition du present rapport 

de recherche internationale. 

6. La figure des dessins a publier avec I'abrege est la Figure n° 2h 



[Xl suggeree par le deposant. Fl Aucune des figures 
|=I ^ n'est a publier. 

| | parce que le deposant n'a pas suggere de figure. 

| | parce que cette figure caracterise mieux I'invention. 
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Demande internationale no 
PCT/FR01/02189 


Date du depot international (jour/mois/annee) 
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Date de publication internationale (jour/mois/annee) 
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Date de priorite (jour/mois/annee) 
07 juillet 2000(07.07.00) 


Deposant 

THALES etc 



1. La date de reception (sauf lorsque les lettres M NR" figurent dans la colonne de droite) par le Bureau international du ou des 
documents de priorite correspondant a la ou aux demandes enumerees ci-apres est notifiee au deposant. Sauf indication 
contraire consistant en un asterisque figurant a cote d'une date de reception, ou les lettres "NR", dans la colonne de droite, 
le document de priorite en question a 6te presente ou transmis au Bureau international d'une maniere conforme a la 
regie 17.1. a) ou b). 

2. Ce formula ire met a jour et remplace toute notification relative a la presentation ou a la transmission du document de priorite 
qui a ete envoyee precedemment. 

3. Un asterisque(*) figurant a cote d'une date de reception dans la colonne de droite signale un document de priorite presente 
ou transmis au Bureau international mais de maniere non conforme a la regie 17.1. a) ou b). Dans ce cas, Pattention du 
deposant est a ppelee sur la regie 17.1.c) qui stipule qu'aucun office designe ne peut decider de ne pas tenir compte de la 
revendication de priorite avant d'avoir donne au deposant la possibility de remettre le document de priorite dans un delai 
raisonnable en I'espece. 

4. Les lettres "NR M figurant dans la colonne de droite signalent un document de priority que le Bureau international n'a pas 
regu ou que le deposant n'a pas demande a I'office recepteur de preparer et de transmettre au Bureau international, 
conformement a la regie 1 7.1. a) ou b), respectivement. Dans ce cas, {'attention du deposant est appelee sur la regie 17.1.c) 
qui stipule qu'aucun office designe ne peut decider de ne pas tenir compte de la revendication de priorite avant d'avoir donne 
au deposant la possibility de remettre le document de priorite dans un delai raisonnable en I'espece. 

Date de priorite Demande de priorite n° Pavs. office regional ou Date de reception du 

office recepteur selon le PCT document de priorite 

07 juil 2000 (07.07.00) 00/08920 FR 08 aout 2001 (08.08.01) 



Bureau international de I'OMPI 


Fonctionnaire autorise: 






34, chemin des Colombettes 
1211 Geneve 20, Suisse 


Homero HERNANDEZ 




I 


no de telecopieur (41 -22) 740.14.35 


no de telephone (41 -22) 338.83.38 
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Expediteur: le BUREAU INTERNATIONAL 
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AVIS INFORMANT LE DEPOSANT DE LA 
COMMUNICATION DE LA DEMANDE 
INTERNATIONALE AUX OFFICES DESIGNES 

(regie 47.1.c), premiere phrase, du PCT) 



Date d'expedition (jour/mois/annee) 
17 janvier 2002 (17.01.02) Q*\ 



Destinataire: 

ESSEUN, Sophie 
Thales Intellectual Property 
13, av. du Pres. Salva'do 
F-941 17 Arcueil Ceddx 
FRANCE 



T.RI 



2 5. JAN. 2002 



TRANS. A. 



Reference du dossier du deposant ou du mandataire 
62165 


AVIS IMPORTANT 


Demande internatlonale n* 
PCT/FR01/02189 


Date du depot international (jour/mois/annee) 

06 juillet 2001 (06.07.01) 


Date de priorite (jour/mois/annee) 
07 juillet 2000 (07.07.00) 


Deposant 

THALES etc " 



1. il est notifie par la presente qu'a la date indiquee ci-dessus comme date d'expedition de cet avis, le Bureau international a 
communique, comme le prevoit Particle 20, la demande international aux offices designes suivants: 

US 



Conformement a la regie 47.1. c), troisieme phrase, ces offices acceptent le present avis comme preuve determinante 
du fait que la communication de la demande internationale a bien eu lieu a la date d'expedition indiquee plus haut, et le 
deposant n'est pas tenu de remettre de copie de la demande internationale a I'office ou aux offices designes. 

2. Les offices designes suivants ont renonce a I'exigence selon laquelle cette communication doit etre effectuee a cette date: 
EP 



La communication sera effectuee seulement sur demande de ces offices. De plus, le deposant n'est pas tenu de remettre 
de copie de la demande internationale aux offices en question (regie 49.1 )a-bis)). 

3. Le present avis est accompagne d'une copie de la demande internationale publiee par le Bureau international le 
17 janvier 2002 (17.01.02) sous le numero WO 02/05340 

RAPPEL CONCERNANT LE CHAPITRE II (article 31.2)a) et regie 54.2) 

Si le deposant souhaite reporter Touverture de la phase nationale jusqu'a 30 mois (ou plus pour ce qui concerne certains 
offices) a compter de la date de priorite, la demande d'examen preliminaire international doit etre presentee a 
('administration competente chargee de I'examen preliminaire international avant 1'expiration d'un delai de 19 mois a 
compter de la date de priorite. 

II appartient exclusivement au deposant de veiller au respect du delai de 19 mois. 

II est a noter que seul un deposant qui est ressortissant d'un Etat contractant du PCT lie par le chapitre II ou qui y a son 
domicile peut presenter une demande d'examen preliminaire international (actuellement, tous les Etats contractants 
du PCT sont lies par le chapitre II). 

RAPPEL CONCERNANT L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE (article 22 ou 39.1)) 

Si le deposant souhaite que la demande internationale procede en phase nationale, il doit, dans le delai de 20 mois ou 
de 30 mois, ou plus pour ce qui concerne certains offices, accomplir les actes mentionnes dans ces dispositions aupres 
de chaque office designe ou elu. 

Pour d'autres informations importantes concernant les d6lais et les actes a accomplir pour I'ouverture de la phase 
nationale, voir l.'annexe du formulaire PCT/1B/301 (Notification de la reception de Texemplaire original) et le Guide du 
deposant du PCT, volume II. 
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